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Актуальность 

 

Идея проекта заключается в комбинированной примесной 

модификации структуры и электронных процессов в пленках 

халькогенидных полупроводников с фазовой памятью путем 

одновременного введения примесей разной химической 

природы для эффективного управления параметрами 

электрической и оптической записи информации. 

Цель Выявление закономерностей трансформации структуры и 

электронных процессов при фазовом переходе стекло-

кристалл в пленках халькогенидных полупроводников, 

модифицированных путем одновременного введения 

примесей разной химической природы (азота и висмута), для 

выявления возможности эффективного использования этих 

материалов для оптической и электрической записи 

информации.  
Задачи Задача 1. Получение методом ВЧ магнетронного 

сораспыления тонких пленок GST, модифицированных 

висмутом, с аморфной структурой (а-GST<Bi>). 

Исследование фазового состава пленок в аморфном и 

кристаллическом состояниях и трансформации их структуры 

при отжиге и лазерном облучении.  

Это позволит выявить оптимальную концентрации Bi в 

пленках а-GST<Bi>, обеспечивающую сохранение состава 

пленок при переходе из аморфного в кристаллическое 

состояние. 

Задача 2. Получение методом ВЧ магнетронного 

распыления тонких пленок GST, модифицированных азотом, 

с аморфной структурой (а-GST<N>). Исследование 

структуры, фазового состава, электронных свойств пленок в 

аморфном и кристаллическом состояниях. Изучение 

трансформации структуры пленок а-GST<N> при отжиге и 

лазерном облучении и эффектов переключения и памяти.  

Это позволит получить данные о температуре фазового 

перехода структуры пленок а-GST<N> в кристаллическое 

состояние, трансформации структуры при отжиге и 

лазерном облучении, параметрах эффектов переключения и 

памяти и выявить оптимальные концентрации азота в 

пленках для эффективной многоуровневой записи 

информации. 

Задача 3. Получение методом ВЧ магнетронного 

сораспыления тонких пленок GST, модифицированных 

одновременно примесями азота и висмута, с аморфной 

структурой (а-GST<Bi+N>). Исследование структуры и 

электронных свойств пленок в аморфном и кристаллическом 

состояниях, трансформации их структуры при отжиге и 

лазерном облучении и эффектов переключения и памяти в 



этих пленках. Анализ влияния примесей Bi и N на 

энергетический спектр электронных состояний в пленках а-

GST. Выработка научных рекомендаций для получения 

пленок а-GST<Bi+N> для эффективной оптической и 

электрической записи информации.  

Это позволит впервые: получить данные о влиянии 

висмута и азота на температуру фазового перехода 

структуры пленок а-GST<Bi+N> в кристаллическое 

состояние, данные о трансформации их структуры при 

отжиге и лазерном облучении, параметрах эффектов 

переключения и памяти и выявить оптимальный состав 

пленок а-GST<Bi+N> для эффективной многоуровневой 

оптической и электрической записи информации. Анализ 

полученных результатов позволит выявить физические 

основы совместного влияния примесей разной химической 

природы на энергетический спектр электронных состояний 

в полупроводниковых материалах с фазовой памятью. 

Ожидаемые и 

достигнутые результаты  

 

Научные и практические рекомендации для получения 

перспективного конкурентоспособного материала на основе 

модифицированных тонких пленок ХСП состава Ge2Sb2Te5 

(GST) для эффективной многоуровневой записи 

электрической и оптической информации.  

В итоге выполнения проекта будут получены новые 

научные результаты, имеющие важное фундаментальное 

значение для развития физики материалов с фазовой 

памятью. При этом существенно возрастет научный 

потенциал молодых ученых, занятых в проекте. Таким 

образом, реализация проекта обеспечит вклад в решение 

актуальных задач социально-экономического и научно-

технического развития Республики Казахстан. 
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